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Abstract (en)
The method involves holding a substrate (1a) e.g. glass sheet, by two support points (S1, S2), and positioning substrate and another substrate (1b)
e.g. silicon tile, so that surfaces (2a, 2b) of the substrates are provided opposite to each other. The former substrate is deformed by applying a strain
(F) between a pressure point (P1) and the two support points, where the strain is directed toward the other substrate. The deformed surface and
latter surface are in contact with each other, and the strain is progressively released.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un procédé pour coller un premier substrat (1a) comportant une première surface (2a) à un deuxième substrat
(1b) comportant une deuxième surface (2b), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à : - maintenir le premier substrat (1a) par au
moins deux points de support (S1, S2), - positionner le premier substrat (1a) et le deuxième substrat (1b) de sorte que la première surface (2a) et
la deuxième surface (2b) soient l'une en face de l'autre, - déformer le premier substrat (1a) en appliquant, entre au moins un point de pression (P1)
et les deux points de support (S1, S2), une contrainte (F) dirigée vers le deuxième substrat (1b), - amener la première surface (2a) déformée et la
deuxième surface (2b) en contact, - relâcher progressivement la contrainte (F).
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